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REIVINDICACIONES

l.~ Procedimiento para la fabricacién
de dispositivos de memoria de semiconductores, que comprende
formar una primera capa de aislador sobre un substrato de
semiconduétorl despositar una impureza metdlica en la super-
ficie expuesta de la primera capa y formar una segumh capa de
aislador en la impureza metdlica depositada en la superficie
de dicha capa primera, caracterizado porque la impureza se
prepara en forma de una corriente de moléculas de un 4xido de
la impureza metalica, y porque dichas moleculas de oxido meté-
lico se depositan en la superficie expuesta de la primera capa
haciendo fluir sobre ella la citada corriente de moléculas.

2.~ Procedimiento seginnla reivindica-
cidn 1, caracterizado porque dichas moleculas se depositan has-

ta una ancentracidn superficial de 1014 y 1016

por centimetro
cuadradoe aproximadamente.

3.~ Procedimiento segin la reivindica-
cibn 1, caracterizado po;que dichas moleculas se depositan

Oll* a2 x 1015

hasta una concentracidn superficial de & x 1
moléculas por centimetro cuadrado aproximadamente.

k,~ Procedimiento seglm la reivindica~
cidn 1, caracterizado porque la impureza metdlica es tungsteno.

5.- Procedimiento segln la reivindica-
cidn 1, caracterizado ademds porque la impureza metilica
es molibdeno.

6.- Procedimiento segiin la reivindica-
¢idn 1, caracterizado poryue el bxido de la impureza metdlica

es tridxido de tungsteno.

7.- Procedimiento seghn la reivindica-



cibén 1, caracterizado porque ademAs el b6xido de la impureza methlica

es tribéxido de molibdeno.

8.~ Procedimiento éegﬁn la reivindicacidn 1,
caracterizado porque incluye la operacidn de calentar un cuerpo de
dicha impurea metalica en una corriente de dxigeno que fluye desde el
cuerpo a la citadaAsuperficie.

9,~ Procedimiento seglin la reivindicacidn 1,
caracterizado porque se oxida un cuerpo de tungsteno a una primera
temperatura a la que la presidén de vapor del 6xido de tungsteno es
pequenia, ¥y postenﬁrmente se calienta el cuerpo oxidado en presencia
de dicho substrato a una segunda temperatura, superior, para volati-
zar el b6xido de tungsteno y proporcionar dicha corriente de moléculas.

10.- Procedimiento segiin la reivindicacién 1,
caracterizado porque las citaladas moléculas de b6xidoc metilica se
depositén sobre la superficie expuesta de la primera capa antes e

independientemente de la formacidén de la segunda capa.

1l.- Procedimiento para la fabricacibn de
dispositivos de memoria de semiconductores, tal y como queda sustan-

cialmente descrito,
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